Deneyin amaci, differential pair amplifier’in calisma 2N3904
mantigin algilamaktir.

Deneyde BJT tipi 2N3904 modelindeki transistorii
kullanacagiz. Bu transistor npn tipi genel amach yiikseltectir.
Girisleri (collector-base-emitter) yandaki sekilde acikca ‘//m -
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gosterilmistir.

Diferansiyel (Fark) yiikseltecinin blok ve devre semasi i
yanda gosterilmistir. Burada goriildiigii gibi fark yiikselteci iki I
giris ve iki cikisa sahiptir. Giris sinyalleri fark yiikselteg '
yapisindaki iki transistoriin base bdéliimiine uygulanirken
cikis, iki transistoriin kollektoriinden alimir. Bu dzelligiyle
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devre emetorii ortak yiikselte¢ yapisindadir. Rg direnci her iki ! -
transistoriin ortak emetor direncidir. R, direnci. "
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Qi transistoriiniin, Re ile Q transistoriiniin - kollektor yiik °_|; @ z J_’

direncidir. Bu yiik direncleri olmasa Ve = Vee-(IcxRe) ye
gore, kollektérden girisine uygulanan sinyalin yiikseltilmig )
hali degil de daima + V¢ tatbik voltaj1 alinacaktir. O zaman da }

yiikselte¢ kullanilmasimin hicbir 6zelligi kalmayacakti. Devre

semasinda hi¢ sase isareti kullamlmadigindan dolay: iki ayr

kaynak kullanmak yerine tek bir kaynaktan devre beslenir.

Devrede PNP tipi transistorler kullamlsaydi +Vcc yerine -Vee, -Vee yerine de +Vee olarak
degisecekti. Devre semasindan goriilecegi gibi Q: ve Q. transistérlerinin giris sinyallerinden
aym anda etkilenmesini saglamak icin R emiter direnci, her iki transistér icin ortak
kullanilmistir.

Deneye 4 adet 2N3904 tipi BJT T
transistor, 2 adet 100pF’hik kapasitor 2 C
adet 2.2kQ’luk direng, 500Q ve 10kQ’luk Rcé Rcé
potlari, yeterli sayida ince kablo ile verilen

sekildeki gibi kurarak basladim. Rc direnci ™ o out?

icin 10KQ kullandim. Transistorlerin ayak Sl R Jﬁ
baglanti sekli yukarida aciklandif: gibidir. K E§ Yon2
Kaynaklarin ikisini de Ve ve Vee 15V’a = A

ayarladim. Vg girisi negatif istendigi icin

sivah kabloyu o0 noktaya bagladim. Ryzr

Ardindan deneyde istenilen oGl¢iimleri
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almaya bagladim.
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1) Deneyin bu boliimiinde DC analiz yapildigindan Vi, Vi yi topraga bagladim. Icqa s=2mA
ve Vgeip = 0.7 V olmalidir. Rpor direng degerini Vg, yaklasik olarak 6 V' a esit olacak
sekilde ayarladim. DC analiz oldugundan kapasitorleri soktiim.

Icoa =2.01 mA Icgs = 2.01 mA
Ve =5.651 V Ve =5.652 V
Ic = 1.05mA Icq: = 1.03 mA
Va = 4973V Ve =4.974V

2) Bu boliimde Vi girisini topraga bagladim. Q, transistoriine frekans1 1kHz, voltaji 100mV,.
» olacak sekilde giris sinyali sagladim. V. ve Ve ( single-ended output voltages) degerlerini
hesapladim.

Voua =-2.07V

Vo =207 V

Avamset = Voud / (Vin1 =Vinz2) =-2.07 / 100 mV = -20.7
Avamsez= Vo / (Vi1 —Vinz) = 2.07 / 100 mV = 20.7

3) Bu bdliimde Vi, girisini topraga bagladim, yani 2. Béliimdekinin tam tersini yaptim. Q»
transistoriine frekansi 1kHz, voltaj:1 100mV ., olacak sekilde giris sinyali sagladim. V.. ve
Ve ( single-ended output voltages) degerlerini hesapladim.

Voua = 2.07 V

Vo =-207 V

Avam-set = Vour / (Vinr =Vinz) = 2.07 / 100 mV = 20.7
Avamsez = Vouz / (Vi1 =Vin2) = -2.07 / 100 mV = -20.7

4) Bu kisimda 2.boliimde yaptigim ayni1 baglantilar1 gerceklestirdikten sonra, kanal-1’e 1
Vouu, kanal-2"ye ise V.2 bagladim. Son olarak osiloskop menii béliimiinden Math menii
sectikten sonra , CH1- CH2 yaparak V,4,'yi ve Aygmaire’i hesapladim.

Vodm = Veur1=Vouz = =4.09V

Av =Vodm :thl B
dm- diff v
Vidm in =-40.9
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5) Bu béliimde ise Vin ve Vip giris sinyallerinin her ikisini de 8 V., ve frekans1 1 kHz
olacak sekilde ayarladim. Buna gére V,, ve V,,, degerleri ile A, g1 V@ Ayanse: degerlerini

hesapladim.
Vm_ul - 4 mv Avc.n-ge] - 4 mV )II' BV - 0-0005
Vo= 4mV Ayamsez =4 mV / 8V = 0.0005

6) Elde ettigim veriler ile Common Mode Rejection Ratio (CMRR)’yi hesapladim.
CMRR = Aygmse / Avemse = 20.7 /0.0005 = 41.4K

7) Hesapladigim akim ve voltajlar, deneyde olctiigiim degerlerden bir miktar farklidir. Bu
farklilik B degerinden kaynaklanmaktadir. On calismada kurdugum devredeki transistériin 3
degeri ile deneyde kullandigim transistériin § degeri farkhdir. Ayrica deneyde Rg direncini
tam olarak 250 Q saglayamadigimdan dolayr degerler arasinda farklilik vardir. Ciinkii Rg
direncini potansiyometreden ayarladigimizdan dolay1 Q, ve Q. transistorlerine tam olarak
250 Q degerini saglayamadim. iki transistor den birisine muhakkak fazla akim diismiistiir. p
ve Rg’deki bu farkliliklardan dolay1 hesapladigim ve olciilen akim-voltaj degerlerinde farklilik
gozlenmektedir.

8) 2. Ve 3. Boliim icin;

On Calisma : Audmser = -18.226 ve Aimsez = 18.226
Deney : Avimser = -20.7 ve Avamse2= 20.7

4. Boliim icin;
On Calisma : Avamairr = -34.372
Deney : Aygm-airr = -40.9

5. Boliim icin;

On Calisma : Avemser = Avemsez = -3.8495

DEDEY : Avcm—sel = A\»cm—se2 = 00005



